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(54) Zplisob zapouzdfeni elektronickych a
elektrotechnickych soulistek

(57) 1plhsob zapouzdFeni elektronickych,
elektrotechnickych a zejména polovodilo~
vych souldstek spolivajicy v tom, 2e¢ se
na souldstky umistidné v modulu nejprve
nanese prvd pouzdfict vrstva tvolenid te-
lechelickym polysiloxaneas obsahujicia vi-
nyl skupiny a dimetyl~metyl/hdrogen/silo=
xanovy kopolymer a po jejd vulkanizaci v
pFitomnosti katalyzdtoru na bidzi rhodia
nebo platiny se nanese druhd chranict a
mechanicky pevndji{ vrstva tvolend epoxi-
dovou pryskyFici, prilem} nékteréd sou-
Cdstky mohou byt nejprve pasivovidny spe-
¢iatnd pasivaini vrstvou, Tento zpUsob
zapouzdtenti je vhodny pro vykonové polo-
vodilové souldstky a pro souldstky obsa-
hujicid sphjent spoje, tenké dréty nebo

jind snadno zranitelnd mista.
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Vynblez se tykd zplsobu zapouzdient elektronickych a elektrotechnickych soulis~
tek, naplfiklad polovodiéov?ch soulistek, ktery je vhodny zejména pro soulidstky obsa~
hujici pajend lpojc, tenké dritky a jind snadno zranitelnd nista,

K ochrand elektrotechnickych a eslektronickych souZistek, jako jsou hybridnt in-
tegrované moduly, vykonové polovodilfové moduly, transistory atd., pled plsobenin
vihkosti a korosivnich Latek pritomnych v ovzduii se velai lasto poulivaji plastic-
ké hmoty. Po obvyklé pasivaci elektronového a dirového plechodu polovodiZe speciil~
nimi vysoce 2istymi povlaky /junction coating/ jako jsou bezalkalicks nizkotavitel-
nd skla, nebo silikonové kauluky a laky, polyimidové laky a podobni, ndsleduje za-
pouzdlent do plastu, obvykle se jodnb o epoxidové zalévaci nebo Lisovact hmoty nebo
jiné reakroplasty /diallylftalaty a podobnid/.

Tyto matertdly vyznalujici se vysokou tvrdost$ a vysokym modulem pruinosti ma=
3% kromd nespornych plednosti, jako je dobrd adheze, k rdznym povechdm, postaZujicd
zpracovatelské vliastnostd, nizks navihavost 1 urlité nevyhody, PatFi k nim predeviin
velké vnitini phuti, vanikajici pFi sardténi plastu po vytvrdnuti, které spoly s
rozdilnou roztainosti pouiitych materisld /plasty, kovy, keramika a podobni#/ vede
ke viniku prasklin a trhlin v plastu, co? mé za nisledek sniZens jeho ochranné funkce
nebo naruieni spoji integrovanych obvodl, transistorovych moduld a podobné, a tim ¢
zvydenou poruchovost souZéstek a modull, Na druhé strand niékterd pruiné elastomery,
jako silikonové kauluky, nevykazuji dostateiné mechaniské viastnosti, aby chranily
soutistky proti mechanfckému poikozeni. Tyto nevyhody odstranuje zplsob zapouzdfent
soulistek podle vynadlezu.

Podstatou vyndlezu je zplisob vicevrstvého 2apouzdient elektronickych a elektro-
technickych soulidstek a zefména polovodiZovych soulistek, spolivajici v tom, %e se
na soutldstky nanese prvé pouzdlici vrstva, tvolend telechelickym polysiloxanem, ob-
sahujicim vinyl skupiny s dimetyl-metyl/hydrogen/siloxanovyns kopolymerem a po jeif
vulkanizaci! xa plritomnostd katalyzatoru na biézi rhodfa nebo platiny se nanese druhs
vrstva, tvolend epoxidovou pryskyFici, prilem? soulistky mohou byt nejprve pasivova-
ny specidlnt pasivalni vrstvou.

Velkou vyhodou zapouzd*eni podle vyndlezu je nizké vnitind pnuti v mistech do-
tyku 3 jednotlivymi souldstkami, Silikonovd hmota je po vulkanizaci dostatelné prul-
nd, aby vyrovnala dilatace { pF{i velkém rozdilu teplot jednotlivych mist - obvod ne-
ni mechanicky namdhin a ve vnitFni ochranné vrstve nevznikaji tehliny ve hmotd jako
disledek rozdilnych dilatact poulitych materfdlod, tak je potlaiena moZnost tvorby
mezer obvykle se tvorfcich mezi plastem a povrchem polovodiZového systému, Proto och-
rannd funkce této vrstvy z(stdvd zachovina {1 v nirodnjych klimatickych a2 provoznich
podminkdch. Na druhé strand vndj3y vrstva vytvrzent spoxidové”PBryskyrice slould pfl;
deviim k mechanické fixaci a ochrand § k celkovému zpevnidni moduly obsahujictho 2a-
pouzdlené souldstky.

Vyhodou tohoto zplsobu zapouzdieni je také skutefnost, 3e hydrosilylaind vulka-
nizovatelné silikonové hmoty Lze plripravovat ve vysoké Efstotd a s vynikajicimi
elektrofzolalnimi viastnostmi, co: zvyluje provoznt spolehlivost zapouzdFenych sou-
Esstek a zhroven jsou snileny poladavky na Cistotu epoxidovych zalévacich hmot, tvo-
Ficich vndj3i ochrannou vrstvu. Vlastnost{ epoxidd potom mohou byt optimalizoviny 2
hledisks mechanickych viastnosti, technologie aplikace 1§ ceny.

Vyhodou tohoto zplsobu zapouzdFeant je dile snadn repase /rozpouzdlenost/ sou=-
thstek v plipadd banilni zévady v elektrickém obvodu /lutrieny drit a podobné/ nebo
systém, Tato skutelnost je viznamns zejména pro pouzdtent vykonovyeh souldstek, kde
podstatnou Casti ceny soulistek je samotny polovodilovy systém. Pouzdro lze mecha~-




2 CS 268940 B1

nickou cestou rozebrat a gel odstranit organickjmi rozpoultddly. PF 2apouzdient do
epoxfidovich tisovacich hmot je repase soulistky velmi obtiZné » vitiinou neprovedi~
telnd bex znalného rizika polkozend zapouzdientho systému nebo elektrického obvodu.

Péle uvedené priklady 1lustruji zapouzdPent podle vynblezu, aniZ by jej vymezo~
valy nebo omezovaly,

PRiklad 1

Yykonovy bezpotencidlovy tyristorovy modul, ktery tvol4 dvs antiparalelns pro=
pojent tyristory s pasivovanymi PNPN prechody speciding Eistyn silikonovynm povlakenm,
uloZené na keramickych substritech z korundové keraniky a pPitlalend vhodnou kon-
strukct k nddiné zikladnd, na kterd jeo po obvods ptitaelen vndjii kryt 2 epoxidové
Lisovaci hmoty, byl zalit smisi telechelfckého poly/dimetylsitoxanu/, dimetyl-metyl~
/hydrogen/siloxanového kopolymeru a hydrostlylaZniho katalyzidtoru na bisz{ platiny.
Po vulkanizaci silikonového polymeru 2 h/1OQ °c se hornt ochrannd vrstva vytvolri 2a=-
Litim neplninou epoxidovou prysky*ici dianového typu s Latentnim katalyziétorem. Ce-
lek se uzavie vilkem z Lisovacd hmoty a vytvrdi Sh/150 %c.

PFiklad 2

Vykonovy bezpotencidlovy tyristorovy tranzistorovy modul, tvoleny dvima PNP
tranzistory, pasivovanymi na plechodu specisinin polyiaidovym Lakem, napijenymi na
korundové keramice opatPend ns spodni strandé médénou foLi4 plitovanou na keramice
technikou primého spojovint médi s keramikou /pFi tepltotd 1 065 °C a2 1 083 % v
tnertni -atmosféFe s malym pFidavkem kysliku ~ typicky setiny procenta/, vyrobeny
tak, e plitovans keramika tvorici dosedact plochu modulu se po natmeleni keramickych
t1pd do zikladny 2 epoxidové Llisovaci hmoty se zalije smist telechelického polysi-
loxanu terminovaného vinylskupinasi, dimetyl-metyl/hydrogen/siloxanového kopolyme~
ru a hydrosilylatniho katalyzitoru na bidzi rhodfa. Po vulkanizaci silikonového poly=
meru 1 h/150 °C se hornd ochranns vrstva = po natmelent vnéjdtho pladtd z epoxidove
tisovaci hmoty = vytvoFi nalitin epoxidovou'pry:kyﬂici dianového typu pindnou mletym
klemenes a tvrdidlem na bazi aromatického diaminu. Celek se uzavie vilken z polyme=~
tylentereftalitu » vytvrdd 2 h/80 %c + 4 h/150 ¢,

pReowtT vYywALEeEzZu

Iplisob zapouzdlteni elektronickych a elektrotechnickych soulastek, vyznadujict
se tim, 2o se na souldstky nanese prvs pouzdiict vrstva, tvolend telechelickym po-
Lysiloxanes, obsahujicim vinyl skupiny a dimetyl-metyl/hydrogen/siloxanovynm kopoly~
meren » po jeji vulkanizaci za pFitomnosti katalyzdtory na bazi rhodia nebo platiny
se nanese cdruhd vrstva, tvolend epoxidovou pryskyrict,
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